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Исследовано воздействие фемтосекундных лазерных импульсов на поверхность 

нелинейно-оптических кристаллов с высоким показателем преломления (n>2.5). Найдены 

оптимальные режимы лазерного воздействия для создания антиотражающих 

микроструктур на поверхности кристаллов GaSe и BaGa4Se7. В первом случае при 

воздействии ИК фс лазерного излучения на поверхность кристалла созданы образцы 

антиотражающих микроструктур в виде периодических углублений с глубиной 1.7 мкм и 

периодом 3 мкм, обладающие пропусканием до 94 %, что существенно превышает 

исходное пропускание кристаллов (65 %) [1, 2]. Во втором случае при воздействии УФ фс 

лазерного излучения на поверхность кристалла BaGa4Se7 была создана структура с 

периодом 500 нм, увеличивающая пропускание образца с 66 до 84 % на длинах волн ≈ 1.5 

мкм [3]. Таким образом, предложен метод создания антиотражающих микроструктур на 

поверхности нелинейно-оптических кристаллов с высоким показателем преломления, что 

открывает возможности для создания высокоэффективных источников излучения 

ближнего и среднего ИК-диапазона. 

The impact of femtosecond laser pulses on the surface of nonlinear optical crystals with a 

high refractive index (n>2.5) was studied. Optimal experimental parameters have been found for 

anti-reflection microstructures formation on the surface of GaSe and BaGa4Se7 crystals. In the first 

case, when exposed to IR fs laser radiation on the crystal surface, anti-reflection microstructures 

were created as periodic isolated craters with a depth of 1.7 μm and a period of 3 μm, with a 

transmittance of up to 94 %, which significantly exceeds the initial transmission of the crystals 

(65 %) [1, 2]. In the second case, when exposed to UV fs laser radiation on the surface of a 

BaGa4Se7 crystal, anti-reflection microstructures with a period of 500 nm were created, increasing 

the transmittance of the sample from 66 to 84% at wavelengths ≈1.5 μm [3]. Thus, a method for 

anti-reflection microstructures formation on the surface of nonlinear optical crystals with a high 

refractive index was proposed, which opens up the possibility of creating highly efficient near- 

and mid-IR radiation sources. 



 

Рис. 1.6. Изображение антиотражающих микроструктур, полученное с помощью сканирующего 
электронного микроскопа, созданных на поверхности кристаллов GaSe при воздействии фс 
импульсов (а), соответствующие спектры пропускания антиотражающих микроструктур, 

созданных при различных количествах импульсов 1‒8 (б),  
спектры пропускания антиотражающих микроструктур,  

созданных на поверхности кристаллов BaGa4Se7 (в). 

Fig. 1.6. Scanning electron microscopy image of anti-reflection microstructures formed on the surface 
of GaSe crystals under the influence of fs pulses (a), corresponding transmission spectra of anti-

reflection microstructures created with different numbers of pulses 1‒8 (b), transmission spectra of 
anti-reflection microstructures created on the surface of crystals BaGa4Se7 (с) 
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